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１．概要（Summary） 

薄膜 Si 太陽電池は太陽光発電の新たな発電デバイス

として注目されている．当研究室では，非水溶媒を用いた

電解析出法による Si 薄膜形成を実現している[1]が，Si

薄膜への不純物の混入が課題となっている．本検討では，

ポリシランの高収率化への寄与が示唆されている Mg 添

加[2]と，電析後の Si 薄膜に対する HF 処理条件が Si

薄膜組成及び表面形態に与える影響を検討した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマリアクター(ヤマト科学製/PR500) 

インラインモニター用 高分解能電界放出型 走査型電

子顕微鏡(SU8240) 

【実験方法】 

電析には三電極系を使用し，作用極には 2分間 O2ア

ッシングを行った Au/Cr/n-Si，対極に PtまたはMg，参

照極に Ag/Ag+を用いた．電解液としては SiCl4を添加し

た trimethyl-n-hexylammonium 

bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (TMHATFSI)を用

いた．また，電解液にMgCl2を添加し，Mg添加が Si薄

膜組成に与える影響を検討した．パルス電析後のSi薄膜

に対しては，超脱水アセトニトリルにより洗浄を行い，HF

濃度と基板浸漬時間を変化させてHF処理を行った．走

査型電子顕微鏡(SU8240)により形態観察，X線光電子

分光法により組成分析を行った． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

MgCl2添加時及び Mg 電極使用時それぞれにおいて，

析 出 挙 動 の 解 析 の た め LSV （ Linear Sweep 

Voltammetry)測定を行った結果，Si 析出由来のピーク

が得られたが，Mg 析出を示唆するピークは得られなかっ

た．また，パルス電析により得られた Si 薄膜に対して組成

分析を行った結果， Mg無添加時と比較してSi含有率に

大きな変化は見られなかった． 

次に，パルス電析により作製した Si 薄膜に対し，各種

条件でHF処理を行った結果，HF濃度が高く，基板浸漬

時間が長いほど低不純物化の効果が大きいことが示唆さ

れた．また，室温付近で電析を行った Si 薄膜では，高温

で電析を行った Si 薄膜と比較して HF 処理後の Si 含有

率が高くなった．表面形態観察においては，室温付近で

電析を行った Si 薄膜でのみクラックの形成が確認された

ことから，クラックの有無がHF処理による低不純物化の効

果に影響を与えていることが示唆された． 
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